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５GHz帯、10GHz帯 MMICを使ったHPAの製作に続き、昨年 EMM5832VUを入手し基板、 

アルミケースが出来てきましたので正月休みを利用して 1台試作しました。 

 

今回はMMIC パッケー 

ジがビス止めでなく基板上 

に半田付けとなるタイプで 

す。消費電流が 1A前後 

流れますので平板銅板 

（3.0ｔ）や、基板とケースの 

間に薄い(0.03ｍｍｔ)銅板、 

又放熱用シリコーン（サン 

ハヤト（株）製）を使い、放 

熱対策をしました。デバイ 

スパッケージ上部の熱が 

相当出ますのでＦＡＮ等の 

放熱対策も行い、出力ﾚﾍ 

ﾞﾙの低下を防ぎました。 

今回の基板は、セラミック 

基板等が入手で来ません 

のでスルーホールの仕上 

りが綺麗に出来上がる 

ガラエポ両面 0.6ｔを使い、 

スルーホール穴サイズ 0.25

コネクターピン直接デバイス

ら半田付けと、デバイス上下

固定しました。基板上に使用

1000ｐと 0.1μF 各 3 個です

を確認しながらパワー計の確

+7.0ｖと消費電流 1A前後）ア

ム（手持ちの規格不明品）の

（ＶＤＤ：+7.0ｖ）  

 ＪＡ3ＢＭＨ局、ＪＡ3ＵＭＺ局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基板サイズ：17×1４ｍ
等と小さく開け熱対策とし、又基板上の入出力ラインを短く ＳＭＡ 

接続としてロス対策にしました。デバイスは基板裏面センター穴か 

にグランド面が少し飛び出ていますのでその２箇所の半田付けで 

するパーツは、VDD と VGG ラウンドに付けるチップコンデンサー 

。調整箇所は何もせず VGGにつづき VDD を接続し VDD 電流 

認のみでした。（VGG 電圧は、-0.2ｖ～-0.1ｖ前後、VDD は+6.0～ 

ルミケースの蓋をするとパワーレベルが数 dＢ下がり電波吸収ゴ 

5×9ｍｍサイズの小さめを貼り付け、出力+30ｄＢｍを得ました。 

にパーツ、基板製作に大変お世話になり有難う御座いました。 
 

ｍサイズ 
 



 

入出力５０Ωラインにカップリングコンデンサー 無し 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入出力５０Ωラインにカップリングコンデンサー 0.3ｐＦ (1005 サイズ)付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
スプリアス特性 2ＧＨｚ～24ＧＨｚ帯 （固定ＡＴＴ30ｄＢ付） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

回路図 
 


